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In lucrarea data sunt prezentate rezultatele cercetarilor fenomenelor de transport in calcogenidele de

plumb dopate cu Ga (Nea= 0,5 at. %) in procesul de crestere prin metoda sublimarii zonale. Esantioanele studiate
spredeosebire de cristalele PbTe nedopate aveau conductibilitate electrica de tip n. Lungimea cristalelor crescute a
fost de 5-6 cm, avind concentratia electronilor de la 2,7-1019 cm-3 (segmentul initial) pina la 6,4-101s cm-3 (segmentul
final). in esantionul cu Nea= 0,5 at.% concentratia electronilor practic nu depinde de temperatur, ceea ce este legat
cu fixarea nivelului Fermi. Cristalele au fost supuse tratamentului termic (la 5400C si la 6500C) cu cercetarea
intermediara a proprietatilor galvanomagnetice. Tratarea la 5400C duce la micgorarea concentratiei purtatorilor de
sarcind cu 2-3 ordine de marime (pina la 1,4-1016 cm-3) si cresterea mobilitatii lor pind la 3.104cm2/V-s (la 80K).

sarcind pina la ~ 9000 cmz/V-s.



